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大気圧非熱平衡プラズマは、その生成装置の簡便さから様々な分野での応用が期待される。大

気圧非熱平衡プラズマのひとつに低周波大気圧プラズマジェット(Low Frequency Atmospheric 

Pressure Plasma Jet: LFAPPJ)がある。筆者らは水リフトオフプロセスによる酸化物デバイスの製作

プロセスに着目し、LFAPPJ を利用してプロセスの高速化を試みている[1]。プロセスの更なる高

速化ためには、液体‐プラズマ相互作用の理解とその制御手法の開発が重要である。LFAPPJを液

体に照射すると、液中には様々な活性種が生成される。これまで印加電圧を変化させたときの液

中 OH ラジカル生成量と生体との相互作用を調査し報告してきた[2]。本研究では、動作ガス He

に微量の O2を混合し、LFAPPJ の気相診断を発光分光法により調査した。また、気相診断と同条

件にて LFAPPJ により液中に生成される OH ラジカル生成速度を化学プローブ法により調査した

ので報告する。 

内径 1.9 mmの石英管外部に金属電極を配置したものを、LFAPPJ生成用のリアクターとして用

いた。リアクター電極に周波数~20 kHz, VP-P~17 kVの低周波高電圧を印加してプラズマを生成し

た。動作ガスは Heを流量 3 slmで一定とし、O2の混合率をパラメータとした。液中に生成される

OH ラジカルの計測にはテレフタル酸(TA)による化学プローブ法を用いた。TAは OH ラジカルと

反応すると 2-ヒドロキシテレフタル酸(HTA)へと変化する。生成された HTA量を計測することで

OHラジカルの生成量を調査した[3]。発光分光計測は液面上部 3 mmの位置に対して行った。 

Fig. 1 に He I (706.5 nm)に対する O I(777.1, 844.6 nm)の発

光強度比を示す。O2 混合率の増加につれ強度比は増大し、

飽和する傾向が見られた。一方、化学プローブ法による液

中 OH生成レートは O2混合率~1%近傍で最大を示した。講

演では分子性ガスとして He に N2を添加した場合の、液中

OH 生成レートの N2混合率依存性についても報告する予定

である。 
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  Fig. 1 O I / He I発光強度比の

O2混合率依存性 
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